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※概要（Summary）： 

IV族系強磁性半導体Ge1-xFexの磁性とスピン依存伝導

の関係を明らかにする目的で研究を行った。実験手法

としては、低温での磁化測定や磁気円二色性の測定、

ホール測定と磁化を反映した異常ホール効果の抽出

等の手法を用いた。アクセプターのドーピング等の手

法で、キャリア濃度を操作し、それに起因する磁性の

変化が検出されるかを明らかにするために研究を行

った。 

 

※実験（Experimental）： 

プラットフォームからは 

マスク・ウェーハ現像装置群 

ブレードダイサー 

を利用し、研究室ならびに学科共通クリーンルームの 

分子線エピタキシー装置 

低温超伝導量子干渉磁力計(SQUID)装置 

低温磁気光学効果測定装置 

低温磁気伝導測定装置 

を利用してデバイス作製ならびに評価を行った。 

 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

実験結果から、Ge1-xFex に B をドーピングする事で金

属的な温度依存性をもつ Ge1-xFexをはじめて得る事が

出来た。またキャリア濃度については、B ドーピング

により 2×1018 ～2×1020/cm3 の範囲で制御できた事が

分かった。 これらの試料についてキュリー温度等の

磁気測定の評価を行ったが、Ge1-xFex の磁性にはキャ

リア濃度の増加による有意な変化は見られなかった。

この結果は Ge1-xFexの磁性の起源が、強磁性半導体に

おいて一般に磁性の起源と言われているキャリア誘

起強磁性ではない事を示唆しており、この材料の強磁

性の起源を解明するための重要な手掛かりを得た。 
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